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1. Дослідження механізмів формування та фізичних властивостей напівпровідникових структур з розвиненою
поверхнею

2. The investigation of the formation mechanisms and physical properties of the semiconductor structures with
developed surface

Реферат:
1. Дисертацію присвячено дослідженню механізмів формування напівпровідникових структур з розвиненою
поверхнею, а також їх екситонних та гетерних характеристик. Розроблено нову модель формування пор у
кремнії в процесі електрохімічного травлення, яка дозволяє відтворити ряд експериментально
спостережених ефектів. Досліджено характер часової еволюції функції розподілу за радіусами нитковидних
кристалів кремнію в залежності від лімітуючої стадії їх бічного росту. Показано, що визначальним фактором,
що обумовлює експериментально спостережену еволюцію, є термодинамічні процеси вбудовування атомів
кремнію в кристал. У рамках методу дослідження екситонних характеристик напівпровідників, що базується
на аналізі спектрів люмінесценції, виміряних при одному значенні температури, показано збільшення
приблизно в три рази енергії зв'язку екситона в приповерхневій області GaAs, вкритого шаром діелектрика.
Показано застосовність даного підходу до дослідження екситонних характеристик нанорозмірних структур



кремнію. Запропоновано простий метод визначення зонних та геометричних параметрів останніх.
Запропоновано механізми, які обумовлюють ефективне гетерування в структурах мультикристалічний
кремній - пористий кремній - шар алюмінію, а також спад цієї ефективності при відпалах при температурах
>750-800OC.

2. The dissertation is devoted to the study of formation mechanisms of semiconductor structures with developed
surface as well as to the investigation of their excitonic and gettering characteristics. The new model for the
formation of pores in silicon in the course of electrochemical etching is elaborated which allows reproducing a
number of experimentally observed effects. The time evolution of distribution function of the wire-like Si crystals
is studied in dependence on the limiting stage of their lateral growth. It is demonstrated that experimental
evolution agrees with the limiting thermodynamic build-in of the Si atoms processes. In the framework of the
method for investigation of the excitonic properties, based on the analysing luminescence spectra measured at
single temperature, the increase of the exciton binding energy approximately three times in GaAs covered with
dielectric is demonstrated. The applicability of this approach for the study of excitonic characteristics in nanosized
Si crystalsis shown. The simple method for the determination of zone and geometric parameters of these crystals
is proposed. The mechanisms for the effective gettering in the structures multicrystalline Si - porous Si - Al layer
are suggested as well as for the decrease of the gettering effectiveness for the annealing temperatures > 750-
800OC.
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